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A molibdenit tranzisztor

Az id6sebb radidamatdérok bizonyara még jol emlékeznek a galenit
kristalyra. S6t az is lehet, hogy e kristallyal épitették meg az els6
detektoros késziilékliiket. A galenit természetben el6fordulé kristaly, mas
néven 6lom-szulfid.

A természetben mas fémek is vegylilnek a kénnel, igy jon létre a
molibdén-szulfid, vegyjele MoS,, azaz a molibdenit. Vulkani tevékenység
eredményeként keletkezik, vildgos élomszirke szin(i, fémes fényl(, tablas
kristalyokat alkot szintelen kvarc tarsasagaban. Tapintasra zsiros érzést
kelt, puha, a papiron nyomot hagy, kristalyszerkezete hatszoég alaku.
Felhasznalasi terilete: kohaszat (molibdén és Renium kinyerése),
fémotvozés, gépipar, vegyipar (kitin6é hasadasa és magas olvadaspontja
révén szilard kenbanyag). Idehaza féleg Velence térségében, de mas
helyeken is el6fordul.

Elektromos tulajdonsagairdl nem sokat lehetett kideriteni, igy nem is
kerillt képbe az elektronikai hasznositas szempontjabdl. Arrdl sem
hallottunk, hogy e kristaly segitségével barki valaha is megprébalt volna
detektoros vevot épiteni. Legalabbis eddig. Kevesebb, mint egy hénapos
az a hir, miszerint svajci kutaték a molibdenit kristaly és a
nanotechnoldgia segitségével létrehoztak egy kivalo tulajdonsagokkal
rendelkez0 FET tranzisztort. Egy olyat, amely megkérddbjelezheti a
graféntranzisztorok iranyaba tortén6 tovabbi kutatasok célszer(iségét.

Hogy miért is? A grafén nem rendelkezik tiltott savval, amely ahhoz
szlkséges, hogy a tiltott savon atugrald elektronok mennyisége
szabalyozhato legyen. Emiatt a grafén esetében mindenféle varazslat
szlikséges ahhoz, hogy a tranzisztorhatas létrej6jjon, mig a molibdenit 1,8
eV-os tiltott savval rendelkezik. A beldle felépitett tranzisztor egyszer( és
fizikai méretében kisebb, tovabba egyes paraméterében Iényegesen jobb,
mint a grafén vagy a sziliciumtranzisztor.

A molibdenitrél ugyanugy egy sikbeli réteget fejtenek le, mint a grafén
esetében a grafitrdl. Ezt a réteget egy szilicium lapkara teszik, melynek
fellletét szigeteloként szilicium oxid fedi. A réteg két széle egy vezetdvel
érintkezik, Felll hafniumoxid szigeteld fedi a molibdenitet, erre épitik ra a
vezérldelektrodat, s ezzel mar kész is a source, drain, gate elektrdda.

A molibdenit tranzisztor nanotechnoldgiai szerkezet, eldallitasa egyszer(,
készenléti allapotban szazezerszer kisebb energiat igényel, mint a
sziliciumtranzisztor. Tovabbi fejlesztésével potencialis lehetbség nyilik kis
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tranzisztorok, LED-ek és napelemcellak |étrehozasara. A fejlesztocsapat
részérdl Kis Andras professzor mutatta be az (j tranzisztort a sajtonak.
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